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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和1年6月27日(2019.6.27)

【公表番号】特表2018-523263(P2018-523263A)
【公表日】平成30年8月16日(2018.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2018-031
【出願番号】特願2017-563067(P2017-563067)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   2/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/66     (2006.01)
   Ｈ０１Ｇ  11/52     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ    2/16     　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｍ    2/18     　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｍ    2/16     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｍ    2/16     　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｍ    4/38     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    4/66     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｇ   11/52     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月21日(2019.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウム金属、リチウム合金、リチウム金属とリチウム合金と他の材料の混合物、スズ
、又はシリコンのうちの少なくとも１つを含有するアノードと、
　カソードと、
　前記アノードと前記カソードとの間に配置されたセパレータと
を備えるバッテリであって、前記セパレータは、イオンを伝導することができる少なくと
も１つの誘電体層を含み、前記少なくとも１つの誘電体層は、１ナノメートルから２，０
００ナノメートルの厚みを有し、前記アノードの表面上か、前記カソードの表面上か、或
いは前記アノードの表面上及び前記カソードの表面上の両方に直接形成される、バッテリ
。
【請求項２】
　前記セパレータを介して、前記アノード及び前記カソードとイオンをやりとりする電解
質を更に含む、請求項１に記載のバッテリ。
【請求項３】
　前記カソードに接触する正の電流コレクタと、
　前記アノードに接触する負の電流コレクタとを更に備え、前記正の電流コレクタと前記
負の電流コレクタは、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、コバルト（Ｃｏ）、スズ（Ｓｎ）、シリコン（Ｓｉ）、マンガン（Ｍｎ）、マグネ
シウム（Ｍｇ）、これらの合金、及びこれらの組み合わせからなる群から選択された材料
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をそれぞれ独立に含む、請求項１に記載のバッテリ。
【請求項４】
　前記誘電体層は、多孔質窒化ホウ素、酸化アルミニウム、多孔質－ＺｒＯ２、多孔質－
ＳｉＯ２、多孔質－ＭｇＯ、多孔質－ＴｉＯ２、多孔質－Ｔａ２Ｏ５、多孔質－Ｎｂ２Ｏ

５、多孔質－ＬｉＡｌＯ２、多孔質－ＢａＴｉＯ３、イオン伝導性ガーネット、イオン伝
導性ペロブスカイト、イオン伝導性逆ペロブスカイト、多孔質ガラス誘電体、及びこれら
の組み合わせからなる群から選択された材料である、請求項１に記載のバッテリ。
【請求項５】
　前記誘電体層は多孔質酸化アルミニウム層である、請求項１に記載のバッテリ。
【請求項６】
　前記多孔質酸化アルミニウム層は更に、酸化ジルコニウム、酸化ケイ素、又はこれらの
組み合わせを含む、請求項５に記載のバッテリ。
【請求項７】
　前記誘電体層は、結合剤なしの誘電体層である、請求項１に記載のバッテリ。
【請求項８】
　処理領域に配置された電極構造上に堆積される材料を蒸発プロセスに曝露すること、
　前記処理領域に反応性ガスを流し込むこと、及び、
　反応性ガスと蒸発した材料を反応させて、前記電極構造の少なくとも一部の上に多孔質
誘電体層を堆積すること
を含む、バッテリのための電極構造を形成する方法。
【請求項９】
　前記材料は、アルミニウム（Ａｌ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ニ
オブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、イットリウム（Ｙ）、ランタン（Ｌ
ａ）、シリコン（Ｓｉ）、ホウ素（Ｂ）、銀（Ａｇ）、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ）、イ
ンジウム（Ｉｎ）、鉄（Ｆｅ）、マグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ）、ストロン
チウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、ニッケル（Ｎｉ）、スズ（Ｓｎ）、イッテルビウム
（Ｙｂ）、リチウム（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、及びこれらの組み合わせからなる群
から選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記反応性ガスは、酸素（Ｏ２）、オゾン（Ｏ３）、酸素ラジカル（Ｏ＊）、イオン化
した酸素原子、二酸化炭素（ＣＯ２）窒素酸化物（ＮＯｘ）、水蒸気、及びこれらの組み
合わせからなる群から選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記誘電体層は酸化アルミニウムである、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記蒸発プロセスは、熱蒸発プロセス又は電子ビーム蒸発プロセスである、請求項８に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記電極構造は、当該電極構造の核形成条件を高めるため、表面改質処理プロセスに曝
露される、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記表面改質処理プロセスは、
　処理混合ガスを前記処理領域へ供給すること、及び、
　前記電極構造の少なくとも一部をプラズマ処理するため、酸素含有ガス、不活性ガス、
又はこれらの組み合わせを含む前記処理混合ガスからプラズマを形成すること
を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　材料を蒸発プロセスに曝露する前に、前記電極構造を冷却プロセスに曝露すること
を更に含み、前記冷却プロセスは、前記電極構造を－２０℃から２２℃の間の温度まで冷
却する、請求項８に記載の方法。
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